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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にマトリックス方式で配置され、開口領域と非開口領域を備えた複数個の画素領
域と、
　前記基板上で、前記非開口領域に積層された第１カラーフィルタ及び第２カラーフィル
タと、
　前記第１カラーフィルタと前記第２カラーフィルタの上に積層されたオーバーコート層
と、
　前記オーバーコート層の上で、前記非開口領域に配置された半導体層と、
　前記半導体層の中央部の上に積層されたゲート絶縁膜及びゲート電極と、
　前記半導体層と前記ゲート電極の上で、前記非開口領域に配置された第３カラーフィル
タと、
　前記第３カラーフィルタ上で形成されたソース電極とドレイン電極と、
　を含み、
　前記第１カラーフィルタ、前記第２カラーフィルタ及び前記第３カラーフィルタは、赤
色カラーフィルタ、緑色カラーフィルタ及び青色カラーフィルタのいずれか１つである、
薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極を覆う平坦化膜と、
　前記平坦化膜の上に形成された共通電極と、
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　前記共通電極を覆う保護膜と、
　前記保護膜上に形成され、前記ドレイン電極に接続された画素電極と、
　をさらに含む、請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　前記ゲート電極と接続され、前記基板の横方向に進行するゲート配線と、
　前記ソース電極と接続され、前記基板の縦方向に進行するデータ配線と、
　をさらに含み、
　前記画素領域は、前記ゲート配線及び前記データ配線に囲まれて定義される、
　請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項４】
　前記共通電極は、前記画素領域の前記開口領域を覆い、すべての画素領域に接続された
透明導電層であり、
　前記画素電極は、前記画素領域の前記開口領域内で一定の間隔を有し平行に配置された
線分形状を有する透明導電性物質を含む、
　請求項２に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項５】
　前記画素領域は、第１カラー画素領域、第２カラー画素領域及び第３カラー画素領域を
含む、
　請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項６】
　前記第１カラーフィルタは、前記第１カラー画素領域の前記開口領域に、さらに配置さ
れ、
　前記第２カラーフィルタは、前記第２カラー画素領域の前記開口領域に、さらに配置さ
れ、
　前記第３カラーフィルタは、前記第３カラー画素領域の前記開口領域に、さらに配置さ
れる、
　請求項５に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項７】
　前記半導体層と前記ゲート電極上で前記第３カラーフィルタの下に積層された中間絶縁
膜をさらに含む、
　請求項６に記載の薄膜トランジスタ基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラーフィルタ層を備えた薄膜トランジスタ基板に関する。特に、本発明は
、カラーフィルタ層を薄膜トランジスタに形成し、いずれか１つのカラーフィルタを中間
絶縁膜で使用した薄膜トランジスタ基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、電界を用いて、液晶の光透過率を調節することで画像を表示する。こ
のような液晶表示装置は、液晶を駆動する電界の方向に沿って垂直電界型と水平電界型に
大別される。
【０００３】
　垂直電界型液晶表示装置は、上部基板上に形成された共通電極と下部基板上に形成され
た画素電極が互いに対向するように配置され、これらの間に形成される垂直電界によりＴ
Ｎ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モードの液晶を駆動する。このような垂直電界型
液晶表示装置は、開口率が大きい利点を有する反面、視野角が９０度程度狭いという欠点
がある。
【０００４】
　水平電界型液晶表示装置は、下部基板に並行するように配置された画素電極と共通電極
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間の水平電界によりインプレーンスイッチング（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ
：ＩＰＳ）モードで液晶を駆動する。このような水平電界型液晶表示装置は、視野角が１
７０度程度広い長所を有する。一方、水平電界型液晶表示装置は、垂直電界型液晶表示装
置より開口率が落ちる短所がある。
【０００５】
　現在、量産中である液晶表示装置は、薄膜トランジスタがマトリックス配列をなす薄膜
トランジスタ基板と、カラーフィルタが形成されるカラーフィルタ基板を合着した後、そ
の間に液晶層を介在する構造を有する。または、カラーフィルタと薄膜トランジスタを同
一基板上に形成し、上部基板を合着した後、その間に液晶層を介在する構造を有すること
もできる。
【０００６】
　カラーフィルタを薄膜トランジスタが形成された基板上に形成する構造を、カラーフィ
ルタ－オン－薄膜トランジスタ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｏｎ　ＴＦＴ：ＣＯＴ）構
造とする。ＣＯＴ構造は、同一基板上に薄膜トランジスタとカラーフィルタを一度に形成
するため、製造工程が単純になる。また、カラーフィルタ基板と薄膜トランジスタ基板を
合着する時、画素領域を整列するにあたり、整列マージンを考慮しなくてもよいため、高
開口率を確保することができるという長所がある。
【０００７】
　図１は、従来技術による水平電界型液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板の構造を示す
平面図である。図２は、図１に示した液晶表示装置を切り取り線Ｉ－Ｉ’に沿って切った
断面図である。
【０００８】
　図１及び図２を参照すると、従来技術による水平電界型液晶表示装置用薄膜トランジス
タ基板は、透明上部基板（ＵＳＵＢ）と透明下部基板（ＤＳＵＢ）が液晶層（ＬＣ）を挟
んで面合着した構造を有する。
【０００９】
　透明上部基板（ＵＳＵＢ）の内側表面には、マトリックス方式でカラーフィルタ（ＣＦ
Ｒ、ＣＦＧ、ＣＦＢ）が配列されている。また、カラーフィルタの間にはブラックマトリ
ックス（ＢＭ）が配置されている。ブラックマトリックス（ＢＭ）は、画素領域を定義し
、各画素領域内には、カラーフィルタが１つずつ割り当てられている。
【００１０】
　透明下部基板（ＤＳＵＢ）の上には横方向に進行するゲート配線（ＧＬ）と、縦方向に
進行するデータ配線（ＤＬ）が配置されている。ゲート配線（ＧＬ）とデータ配線（ＤＬ
）は、透明上部基板（ＵＳＵＢ）のブラックマトリックス（ＢＭ）に対応して配置される
。ゲート絶縁膜（ＧＩ）を間に置いて互いに直交するゲート配線（ＧＬ）とデータ配線（
ＤＬ）によってマトリックス方式で配列の画素領域が定義される。
【００１１】
　画素領域の一側の角部には、ゲート配線（ＧＬ）から分岐したゲート電極（Ｇ）、デー
タ配線（ＤＬ）から分岐するソース電極（Ｓ）と、ソース電極（Ｓ）と一定間隔離隔して
対向するドレイン電極（Ｄ）を含む薄膜トランジスタ（Ｔ）が形成される。特に、ゲート
電極（Ｇ）を覆うゲート絶縁膜（ＧＩ）の上には、ゲート電極（Ｇ）と重畳するように半
導体層（Ａ）が形成されている。半導体層（Ａ）の一側辺は、ソース電極（Ｓ）と接触し
、他側辺は、ドレイン電極（Ｄ）と接触する。
【００１２】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）上には、素子を保護するための保護膜（ＰＡＳ）が形成されて
いる。保護膜（ＰＡＳ）の上には、透明導電層で形成した画素電極（ＰＸＬ）と共通電極
（ＣＯＭ）が形成される。画素電極（ＰＸＬ）は、保護膜（ＰＡＳ）に形成されたドレイ
ンコンタクトホール（ＤＨ）を介してドレイン電極（Ｄ）と接触する。また、画素電極（
ＰＸＬ）は、画素領域内で複数個の線分形状が一定の間隔で平行に配列された櫛目構造を
有する。共通電極（ＣＯＭ）も、また、画素領域内で複数個の線分形状が一定の間隔で平
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行に配列された櫛目構造を有しながら、画素電極（ＰＸＬ）と交互に配置される。
【００１３】
　一方、共通電極（ＣＯＭ）は、ゲート配線（ＧＬ）と平行に配列された共通配線（ＣＬ
）に接続されている。これにより、画素電極（ＰＸＬ）と共通電極（ＣＯＭ）との間には
、下部基板（ＤＳＵＢ）の表面方向と水平の電界が形成され、この水平電界によって、下
部基板（ＤＳＵＢ）と上部基板（ＵＳＵＢ）との間に配置される液晶層（ＬＣ）を駆動す
る。
【００１４】
　一方、ＣＯＴ構造を有する液晶表示装置の場合、薄膜トランジスタとカラーフィルタが
同じ基板上に形成される。図３は、従来技術によるカラーフィルタと薄膜トランジスタが
同一基板に配置された液晶表示装置用薄膜トランジスタの構造を示す断面図である。ＣＯ
Ｔ構造を有する液晶表示装置も、透明上部基板（ＵＳＵＢ）と透明下部基板（ＤＳＵＢ）
との間に液晶層（ＬＣ）が介在された構造を有する。ただし、透明下部基板（ＤＳＵＢ）
に薄膜トランジスタ（Ｔ）とカラーフィルタ（ＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢ）がすべて形成さ
れた構造を有する。
【００１５】
　例えば、図３に示すように、ゲート絶縁膜（ＧＩ）と保護膜（ＰＡＳ）の間にカラーフ
ィルタ（ＣＦ）が介在された構造を有する。この場合には、上部基板は、スペーサーのよ
うなその他の構成要素だけを備える。カラーフィルタ（ＣＦ）と薄膜トランジスタ（Ｔ）
が形成された基板（ＤＳＵＢ）と上部基板（ＵＳＵＢ）を、液晶層（ＬＣ）を挟んで合着
して液晶表示装置を完成する。
【００１６】
　ＣＯＴ構造においては、多くの利点があるが、カラーフィルタをさらに形成しなければ
ならないため、製造工程が複雑になる。例えば、カラーフィルタ（ＣＦ）は、赤色（Ｒ）
、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）のそれぞれを示す３つのカラーフィルタで構成される。した
がって、少なくとも三度のマスク工程がさらに必要である。製造工程が複雑になるほど生
産歩留まりが低下する。したがって、ＣＯＴ構造の利点を確保するためには、製造工程を
単純化した製造方法と、この新規な製造方法によって形成された新しい構造のＣＯＴ方式
の液晶表示装置が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の目的は、従来技術の問題点を解決しようと案出されたものであり、同一の基板
に薄膜トランジスタとカラーフィルタのすべてを形成した薄膜トランジスタ基板を提供す
ることにある。本発明の他の目的は、基板合着構造で発生する工程マージンを除去して、
高開口率を有する液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を提供することにある。本発明の
もう一つの目的は、超高解像度を実現しながら、高開口率を有する液晶表示装置用薄膜ト
ランジスタ基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の目的を達成するために、本発明に係る薄膜トランジスタ基板は、基板、画素領
域、第１カラーフィルタ、第２カラーフィルタ、オーバーコート層、半導体層、ゲート絶
縁膜、ゲート電極、第３カラーフィルタ、ソース電極、及びドレイン電極を含む。複数個
の画素領域は、基板上にマトリックス方式で配置され、開口領域と非開口領域を備える。
第１カラーフィルタと第２カラーフィルタは、基板上で非開口領域に積層される。オーバ
ーコート層は、第１カラーフィルタと第２カラーフィルタの上に積層される。半導体層は
、オーバーコート層の上で、非開口領域に配置される。ゲート絶縁膜とゲート電極は、半
導体層の中央部の上に積層される。第３カラーフィルタは、半導体層とゲート電極の上で
、非開口領域に配置される。ソース電極とドレイン電極は、第３カラーフィルタ上に形成
される。
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【００１９】
　一例として、平坦化膜、共通電極、保護膜、及び画素電極をさらに含む。平坦化膜は、
ソース電極とドレイン電極を覆う。共通電極は、平坦化膜の上に形成される。保護膜は、
共通電極を覆う。画素電極は、保護膜上に形成され、ドレイン電極に接続される。
【００２０】
　一例として、第１カラーフィルタ、第２カラーフィルタ及び第３カラーフィルタのそれ
ぞれは、赤色カラーフィルタ、緑色カラーフィルタ及び青色カラーフィルタの内、いずれ
か一つである。
【００２１】
　一例として、ゲート配線とデータ配線をさらに含む。ゲート配線は、ゲート電極と接続
され、基板の横方向に進行する。データ配線は、ソース電極と接続され、基板の縦方向に
進行する。画素領域は、ゲート配線とデータ配線に囲まれて定義される。
【００２２】
　一例として、共通電極は、画素領域の開口領域を覆い、すべての画素領域に接続された
透明導電層である。画素電極は、画素領域の開口領域内で一定の間隔を有し、平行に配置
された線分形状を有する透明導電性物質を含む。
【００２３】
　一例として、画素領域は、第１カラー画素領域、第２カラー画素領域及び第３カラー画
素領域を含む。
【００２４】
　一例として、第１カラーフィルタは、第１カラー画素領域の開口領域に、さらに配置さ
れる。第２カラーフィルタは、第２カラー画素領域の開口領域に、さらに配置される。第
３カラーフィルタは、第３カラー画素領域の開口領域に、さらに配置される。
【００２５】
　一例として、半導体層とゲート電極の上で第３カラーフィルタの下に積層された中間絶
縁膜をさらに含む。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係る液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板は、同一基板上に薄膜トランジスタ
とカラーフィルタを備える。したがって、基板合着工程において発生する合着マージンを
除去することができ、高開口率を確保することができる。特に、画素領域の大きさが極端
に小さくなるＵＨＤ級〈４Ｋ級）以上の超高解像度を有する液晶表示装置において、高開
口率を確保するために適合する構造を提供する。カラーフィルタを基板上に形成するにあ
たり、非開口領域に複数のカラーフィルタを積層することにより、ブラックマトリックス
を別途形成する必要がない。また、中間絶縁膜をカラーフィルタの代わりにすることによ
り、製造工程を単純にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来技術による水平電界型液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板の構造を示す平
面図である。
【図２】図１に示した液晶表示装置を切り取り線Ｉ－Ｉ’に沿って切った断面図である。
【図３】従来技術によるカラーフィルタと薄膜トランジスタが同一基板上に配置された液
晶表示装置用薄膜トランジスタの構造を示す断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置の構造を示す平面図である。
【図５】図４の切り取り線ＩＩ－ＩＩ’で切った、本発明の第１実施形態に係る液晶表示
装置の構造を示す断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置においてカラーフィルタのパターンを
示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置においてカラーフィルタのパターンを
示す図である。
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【図８】本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置においてカラーフィルタのパターンを
示す図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置の構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、添付した図面を参照して、本発明に係る好ましい実施形態を詳細に説明する。明
細書の全体に亘って同一な参照番号は、実質的に同一な構成要素を意味する。以下の説明
において、本発明と関連した公知機能または構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を
曖昧にすることがあると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
【００２９】
＜第１実施形態＞
　図４を参照して、本発明の第１実施形態について説明する。図４は、本発明の第１実施
形態に係る液晶表示装置の構造を示す平面図である。図５は、図４において切り取り線Ｉ
Ｉ－ＩＩ’で切った本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置の構造を示す断面図である
。図６～図８は、本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置においてカラーフィルタのパ
ターンを示す図である。
【００３０】
　図６～図８は、本発明に係る液晶表示装置においてカラーフィルタのパターンを示す図
である。
【００３１】
　図４及び図５を参照すると、本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置は、基板（ＳＵ
Ｂ）上で横方向に進行するゲート配線（ＧＬ）と縦方向に進行するデータ配線（ＤＬ）を
含む。ゲート配線（ＧＬ）とデータ配線（ＤＬ）が交差しながらマトリックス方式で配列
された複数個の画素領域を定義する。画素領域ごとに薄膜トランジスタ（Ｔ）と、薄膜ト
ランジスタ（Ｔ）に接続された画素電極（ＰＸＬ）が配置されている。
【００３２】
　画素領域（ＰＡ）は、映像を表す開口領域（ＡＰ）と、光が透過しない非開口領域（Ｎ
Ｐ）を含む。非開口領域（ＮＰ）には、ゲート配線（ＧＬ）、データ配線（ＤＬ）及び薄
膜トランジスタ（Ｔ）が配置されている。開口領域（ＡＰ）には、画素電極（ＰＸＬ）と
共通電極（ＣＯＭ）が配置されている。
【００３３】
　断面構造を見ると、基板（ＳＵＢ）上に赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）が先に蒸着され
ている。図６は、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）が配置される領域を示す概略図である。
図６を参照すると、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）は、赤色画素領域（ＰＲ）の開口領域
（ＡＰ）に配置される。それだけでなく、他の画素領域（ＰＢとＰＧ）で開口領域（ＡＰ
）を除外した非開口領域（ＮＰ）にすべて塗布されている。
【００３４】
　赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）の上には、青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が積層されて
いる。図７は、青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が配置される領域を示す概略図である。図
７を参照すると、青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）は、青画素領域（ＰＢ）の開口領域（Ａ
Ｐ）に配置される。それだけでなく、他の画素領域（ＰＲとＰＧ）において開口領域（Ａ
Ｐ）を除外した非開口領域（ＮＰ）にすべて塗布されている。つまり、非開口領域（ＮＰ
）には、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）の上に青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が直接接触
しながら積層された構造を有する。
【００３５】
　赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）と青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が塗布された基板（Ｓ
ＵＢ）全体の上には、オーバーコート層（ＯＣ）が塗布されている。オーバーコート層（
ＯＣ）は、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）と青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が、基板（Ｓ
ＵＢ）の表面に不均一に塗布されて、不均一な表面を平坦にしている。
【００３６】
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　オーバーコート層（ＯＣ）の上には、バッファ層（ＢＵＦ）が積層されている。オーバ
ーコート層（ＯＣ）は、有機物質を含むが、その上に薄膜トランジスタが直接形成される
と、界面で不良が発生することができる。これを防止するために、有機膜と無機膜のすべ
てに対して界面特性に優れた物質で、バッファ層（ＢＵＦ）を塗布する。
【００３７】
　バッファ層（ＢＵＦ）の上には、半導体層（Ａ）が形成されている。半導体層（Ａ）の
中央部には、ゲート絶縁膜（ＧＩ）とゲート電極（Ｇ）が形成されている。ゲート絶縁膜
（ＧＩ）とゲート電極（Ｇ）は、同じ形状を有する。その結果、半導体層（Ａ）において
ゲート電極（Ｇ）と、重畳する領域がチャネル領域として定義される。チャネル領域の一
側部は、ソース領域として定義され、他側部は、ドレイン領域として定義される。
【００３８】
　半導体層（Ａ）と、ゲート電極（Ｇ）が形成された基板（ＳＵＢ）上に、緑色カラーフ
ィルタ（ＣＦＧ）が塗布されている。図８は、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）が配置され
る領域を示す概略図である。図８を参照すると、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）は、緑画
素領域（ＰＧ）の開口領域（ＡＰ）に配置されている。それだけでなく、他の画素領域（
ＰＲとＰＢ）で開口領域（ＡＰ）を除外した非開口領域（ＮＰ）にすべて塗布されている
。
【００３９】
　半導体層（Ａ）と、ゲート電極（Ｇ）は、非開口領域（ＮＰ）に形成されているので、
半導体層（Ａ）上には、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）が塗布されている。緑色カラーフ
ィルタ（ＣＦＧ）には、半導体層（Ａ）の両側部である、ソース領域とドレイン領域を露
出するコンタクトホールが形成されている。つまり、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）は、
中間絶縁膜の機能を有する。
【００４０】
　緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）上には、データ配線（ＤＬ）、ソース電極（Ｓ）及びド
レイン電極（Ｄ）が形成されている。ソース電極（Ｓ）は、データ配線（ＤＬ）から分岐
して半導体層（Ａ）のソース領域に接触する。ドレイン電極（Ｄ）は、半導体層（Ａ）の
ドレイン領域と接触する。これにより、薄膜トランジスタが完成される。
【００４１】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）の上には、平坦化膜（ＰＡＣ）が、基板（ＳＵＢ）の全体を覆
うように形成されている。平坦化膜（ＰＡＣ）には、ドレイン電極（Ｄ）を露出する画素
コンタクトホール（ＰＨ）が形成されている。平坦化膜（ＰＡＣ）の上には、共通電極（
ＣＯＭ）が形成されている。共通電極（ＣＯＭ）は、基板（ＳＵＢ）の表面全体に亘って
蒸着された透明導電層であることが望ましい。特に、画素コンタクトホール（ＰＨ）の部
分には、覆わないように形成することが望ましい。
【００４２】
　共通電極（ＣＯＭ）の上には、基板（ＳＵＢ）全体を覆う保護膜（ＰＡＳ）が形成され
ている。保護膜（ＰＡＳ）には、ドレイン電極（Ｄ）を露出する画素コンタクトホール（
ＰＨ）が形成されている。保護膜（ＰＡＳ）の上には、画素電極（ＰＸＬ）が形成されて
いる。画素電極（ＰＸＬ）は、画素コンタクトホール（PH）を介してドレイン電極（Ｄ）
と接続される。
【００４３】
　本発明に係るカラーフィルタ層（ＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢ）を備えた薄膜トランジスタ
基板は、非開口領域（ＮＰ）には、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）、青カラーフィルタ（
ＣＦＢ）と緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）が順次積層された構造を有する。したがって、
別途のブラックマトリックスがなくても、カラーフィルタ（ＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢ）の
積層構造でブラックマトリクスの機能を代替することができる。また、中間絶縁膜の代わ
りに緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）を使用する。したがって、ブラックマトリクス及び中
間絶縁膜パターンに必要なマスク工程を省略することができる。したがって、本発明に係
る液晶表示装置を製造する工程は、少なくとも２つ以上のマスク工程を除去することがで
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き、製造歩留まりが増加し、生産時間を短縮することができる。
【００４４】
　また、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）及び青色カラー
フィルタ（ＣＦＢ）を薄膜トランジスタ（Ｔ）と画素電極（ＰＸＬ）と一緒に同じ基板（
ＳＵＢ）上に形成する。また、カラーフィルタを積層してブラックマトリックスを形成す
ることにより、整列誤差がほとんど発生しない。したがって、開口率を最大限に確保する
ことができる。
【００４５】
　以上の説明において、カラーフィルタを積層する順序を赤色、青色、緑色の順として説
明した。しかし、必ずしもこの順序でのみ積層しなければならないことを意味するわけで
はない。必要に応じて積層されるカラーフィルタの色の順番が異なるようにすることがで
きる。ただし、中間絶縁膜として使用するカラーフィルタを緑色カラーフィルタとして使
用した理由は、マスク工程で半導体層のソース領域とドレイン領域を露出するための微細
パターンを形成するために、より適合しているからである。
【００４６】
＜第２実施形態＞
　以下、図９を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。第１実施形態におい
ては、緑色カラーフィルタを用いて、中間絶縁膜の代わりとした構造を有する液晶表示装
置について説明した。第２実施形態においては、中間絶縁膜をさらに備えた構造を有する
液晶表示装置について説明する。図９は、本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置の構
造を示す断面図である。
【００４７】
　第２実施形態に係る液晶表示装置の構造は、第１実施形態のものとほぼ同じである。相
違点としては、別の中間絶縁膜を緑色カラーフィルタの下部にさらに備えたことにある。
【００４８】
　図９を参照すると、基板（ＳＵＢ）上に赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）が先に蒸着され
ている。第２実施形態において赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）は、第１実施形態のものと
同一で有り得る。つまり、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）が配置される領域は、図６に示
したのと同じで有り得る。例えば、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）は、赤色画素領域（Ｐ
Ｒ）の開口領域（ＡＰ）に配置される。それだけでなく、他の画素領域（ＰＢとＰＧ）で
開口領域（ＡＰ）を除外した非開口領域（ＮＰ）にすべて塗布されている。
【００４９】
　赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）の上に青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が積層されている
。第２実施形態において、青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）は、第１実施形態のものと同一
で有り得る。つまり、青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が配置される領域は、図７に示すよ
うと同一で有り得る。例えば、青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）は、青色画素領域（ＰＢ）
の開口領域（ＡＰ）に配置される。それだけでなく、他の画素領域（ＰＲとＰＧ）で開口
領域（ＡＰ）を除外した非開口領域（ＮＰ）にすべて塗布されている。つまり、非開口領
域（ＮＰ）には、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）の上に青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が
直接接触しながら積層された構造を有する。
【００５０】
　赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）と青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が塗布された基板（Ｓ
ＵＢ）全体の上には、オーバーコート層（ＯＣ）が塗布されている。オーバーコート層（
ＯＣ）は、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）と青色カラーフィルタ（ＣＦＢ）が、基板（Ｓ
ＵＢ）の表面に不均一に塗布されて不均一な表面を平坦にしている。
【００５１】
　オーバーコート層（ＯＣ）の上に、バッファ層（ＢＵＦ）が積層されている。オーバー
コート層（ＯＣ）は、有機物質を含むが、その上に薄膜トランジスタが直接形成されると
、界面で不良が発生することができる。これを防止するために、有機膜と無機膜のすべて
に対して界面特性に優れた物質でバッファ層（ＢＵＦ）を塗布する。
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【００５２】
　バッファ層（ＢＵＦ）の上には、半導体層（Ａ）が形成されている。半導体層（Ａ）の
中央部には、ゲート絶縁膜（ＧＩ）とゲート電極（Ｇ）が形成されている。ゲート絶縁膜
（ＧＩ）とゲート電極（Ｇ）は、同じ形状を有する。その結果、半導体層（Ａ）でゲート
電極（Ｇ）と、重畳する領域がチャネル領域として定義される。チャネル領域の一側部は
、ソース領域として定義され、他側部は、ドレイン領域として定義される。
【００５３】
　半導体層（Ａ）と、ゲート電極（Ｇ）が形成された基板（ＳＵＢ）の表面全体の上には
、中間絶縁膜（ＩＮ）が積層されている。中間絶縁膜（ＩＮ）の上には、緑色カラーフィ
ルタ（ＣＦＧ）が積層されている。第２実施形態においては、緑色カラーフィルタ（ＣＦ
Ｇ）は、第１実施形態のものと同一で有り得る。図８は、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）
が配置される領域を示す概略図である。図８を参照すると、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ
）は、緑色画素領域（ＰＧ）の開口領域（ＡＰ）に配置されている。それだけでなく、他
の画素領域（ＰＲとＰＢ）で開口領域（ＡＰ）を除外した非開口領域（ＮＰ）にすべて塗
布されている。中間絶縁膜（ＩＮ）も緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）と同じ領域に同じ形
状で塗布されている。
【００５４】
　中間絶縁膜（ＩＮ）の上には、データ配線（ＤＬ）、ソース電極（Ｓ）及びドレイン電
極（Ｄ）が形成されている。中間絶縁膜（ＩＮ）と緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）には、
半導体層（Ａ）の両側部である、ソース領域とドレイン領域を露出するコンタクトホール
が形成されている。ソース電極（Ｓ）は、データ配線（ＤＬ）から分岐して半導体層（Ａ
）のソース領域に接触する。ドレイン電極（Ｄ）は、半導体層（Ａ）のドレイン領域と接
触する。これにより、薄膜トランジスタ（Ｔ）が完成される。
【００５５】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）の上には、平坦化膜（ＰＡＣ）が、基板（ＳＵＢ）の全体を覆
うように形成されている。平坦化膜（ＰＡＣ）には、ドレイン電極（Ｄ）を露出する画素
コンタクトホール（ＰＨ）が形成されている。平坦化膜（ＰＡＣ）の上には、共通電極（
ＣＯＭ）が形成されている。共通電極（ＣＯＭ）は、基板（ＳＵＢ）の表面全体に亘って
蒸着された透明導電層であることが望ましい。特に、画素コンタクトホール（ＰＨ）部分
には、覆わないように形成することが望ましい。
【００５６】
　共通電極（ＣＯＭ）の上には、基板（ＳＵＢ）全体を覆う保護膜（ＰＡＳ）が形成され
ている。保護膜（ＰＡＳ）には、ドレイン電極（Ｄ）を露出する画素コンタクトホール（
ＰＨ）が形成されている。保護膜（ＰＡＳ）の上には、画素電極（ＰＸＬ）が形成されて
いる。画素電極（ＰＸＬ）は、画素コンタクトホール（ＰＨ）を介してドレイン電極（Ｄ
）と接続される。
【００５７】
　本発明に係るカラーフィルタ層（ＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢ）を備えた薄膜トランジスタ
基板は、非開口領域（ＮＰ）には、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）、青色カラーフィルタ
（ＣＦＢ）と緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）が順次積層された構造を有する。したがって
、別途のブラックマトリックスがなくでも、カラーフィルタ（ＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢ）
の積層構造でブラックマトリクスの機能を代替することができる。また、中間絶縁膜（Ｉ
Ｎ）が緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）の下部に積層し、同時にパターンして、同じ形状を
有する構造体を使用する。したがって、ブラックマトリクス及び中間絶縁膜を別に構成す
るためのマスク工程を省略することができる。したがって、本発明に係る液晶表示装置を
製造する工程は、少なくとも２つ以上のマスク工程を削除することができ、製造歩留まり
が増加し、生産時間を短縮することができる。
【００５８】
　また、赤色カラーフィルタ（ＣＦＲ）、緑色カラーフィルタ（ＣＦＧ）及び青色カラー
フィルタ（ＣＦＢ）を薄膜トランジスタ（Ｔ）と画素電極（ＰＸＬ）と一緒に同じ基板（
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ＳＵＢ）上に形成する。また、カラーフィルタを積層してブラックマトリックスを形成す
ることにより、整列誤差がほとんど発生しない。したがって、開口率を最大限に確保する
ことができる。
【００５９】
　以上の説明において、カラーフィルタを積層する順序を赤色、青色、緑色の順として説
明した。しかし、必ずしもこの順序でのみ積層しなければならないことを意味するわけで
はない。必要に応じて積層されるカラーフィルタの色の順番が異なるようにすることがで
きる。ただし、中間絶縁膜として使用するカラーフィルタを緑色カラーフィルタとして使
用した理由は、マスク工程で半導体層のソース領域とドレイン領域を露出するための微細
パターンを形成するために、より適しているからである。
【００６０】
　以上説明した内容を通じて、当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で様々
な変更及び修正が可能であることが分かる。したがって、本発明の技術的範囲は、明細書
の詳細な説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって定め
るべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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